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東大理 安 藤 恒 也
最近,~MOS反転層及び- リウム表面に把えられた電子等の二次元電子系のサイクロ






broadeningとなる｡N番 目のランダウ準位 に属する準位からはN+1番 目のすべての
準位-遷移する｡そのため共鳴幅 A(fia1)は各々のランダウ準位の状態幅自身により決
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